
Fig.1. IdVd characteristics. Fig.3. Switching characteristics Fig.2. Off state IdVd characteristics. 
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背景背景背景背景：これまでサファイア基板上の分極超接合（PSJ）方式を用いた GaN トランジスタの実証[1]を行

い、ダイナミック電流コラプスを抑制し、1,000 Vのスイッチングを行える事を確認した。今回、大電

流化を狙い GaN PSJ FETを用いてモジュールを試作し、スイッチング評価を行った。 

実験実験実験実験： 耐圧 1,200 V以上の GaN PSJ FETにより 100 A 級モジュールを試作した。単体 FETはノーマ

リーオンタイプ素子なので、Si-MOS とのカスコード接続によりノーマリーオフ動作するようにした。

モジュールの静特性、及びスイッチング評価を行った。 

結果結果結果結果：試作したモジュールの静特性を図 1,2に示す。閾値は Si-MOSの閾値を反映していた。オン抵抗

（Ron）は 15 mΩ、耐圧：1,200 V以上であった。図 3にスイッチング波形を示す。ゲートパルス幅：1 

µs、オフ時の Vg：-5 V、オン時の Vg：+25 V、印加電圧：400 V、負荷抵抗（RL）：100 Ω の条件で評

価した。ドレイン電流上昇時間（Tr）は 23 ns、下降時間（Tf）は 128 nsであった。試作したモジュー

ルが電流コラプスの影響が無く駆動していることが確認できた。GaN-PSJ 素子は高電圧・大電流のア

プリケーション領域に於いて適用可能であることが示された。 
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 [1] 八木他, 第 63回応用物理学会春季学術講演会. 21p-W541-10. 2016.  
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